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Abstract (en)
[origin: WO8201103A1] Semiconductor power devices of improved RBSOA and turn-on switching time for use with inductive as well as resistive
loads. The emitter (9) of a power transistor has the form of a substantially closed ring of small cross section but great peripheral length, folded into
a tortuous configuration so that emitter metallization (12) on the enclosed area can provide low series resistance. In a preferred embodiment the
emitter (9) takes the form of the perimeter of a double sided comb with emitter finger regions (23) protruding away from a central spine (8). Improved
RBSOA and turn-off times are achieved by the specified emitter geometry and the given width ratios for emitter (10 and 22), base (25 and 26) and
metal (24). These ratios permit the device to be scaled to other overall dimensions.

Abstract (fr)
Dispositifs de puissance a semi-conducteurs ayant une RBSOA (region de fonctionnement sure a polarisation inverse) et un temps de commutation
de coupure ameliores utilises avec des charges d'induction et de resistance. L'emetteur (9) d'un transistor de puissance possede la forme d'un
anneau sensiblement ferme de petite section mais de grande longueur peripherique, plie en une configuration tortueuse de telle sorte que la
metallisation (12) de l'emetteur sur la region enfermee puisse donner une faible resistance en serie. Dans un mode preferentiel de realisation,
l'emetteur (9) prend la forme du perimetre d'un peigne a deux cotes avec des regions de doigts emettrices (23) s'etendant depuis une colonne
centrale (8). Une RBSOA et des temps de coupure ameliores sont obtenus par la geometrie specifiee de l'emetteur et les rapports de largeur
donnes pour l'emetteur (10 et 22), la base (25 et 26) et le metal (24). Ces rapports permettent de produire le dispositif avec d'autres dimensions
hors-tout.
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